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Разработаны высокоэффективные фотоприемники видимого и УФ-излучения на основе нанострук-
тур Au—оксид(Ga2O3)—n-GaAs0,6P0,4. Использование фильтра УФС-2 вместо сапфирового окна, в 
стандартном корпусе существенно смещает максимум спектра фоточувствительности коротко-
волновой УФ-области (hνm  3,65 эВ). Такой фотоприемник чувствителен только к УФ-излучению 
экологического диапазона (hν=3,1—4,43 эВ). Установлено, что при прямом солнечном освещении 
фотоприемника с фильтром УФС-2 зависимость фототока от плотности потока излучения в ин-
тервале Р=10–2—102 Вт/м2 линейная. 
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В последнее время усилился интерес к полупроводниковым фотоприемникам (ФП) ультрафиолето-
вого (УФ) диапазона спектра. Это связано с требованиями современной медицины, биотехнологии, эко-
логии, в том числе и с проблемой «озоновой дыры» [1]. Наиболее преспективными приборами в этом 
спектральном диапазоне являются ФП на основе структур «металл—полупроводник» с тонким оксид-
ным слоем (ОС) между полупроводником и металлом [2]. 

Целью данной работы является исследование фотоэлектрических свойств наноструктур 
Au—оксид—n-GaP0,4As0,6 с разной толщиной оксидного слоя (10—100 Å) в видимой и УФ-
областях спектра, а также создание высокоэффективных фотоприемников солнечного УФ-
излучения (λ=280—400 нм, hν=3,1—4,43 эВ) для целей экологических исследований. 

В качестве исходного материала использованы эпитаксиальные структуры n-GaP0,4As0,6/n+-GaAs 
(n~6·1016 см–3, n+≈5·1017 см–3); с толщиной n-слоя GaP0,4As0,6 40—50 мкм. На подложке n+-GaAs создавался 
омический контакт вплавлением сплава 96% In+4% Te. На поверхности эпитаксиального слоя  
n-GaP0,4As0,6 сначала формировался оксидный (диэлектрический) слой (Ga2O3, Eg oks≈5,1 эВ), затем созда-
вался барьерный контакт (БК) полупрозрачного слоя Pd+Au. ОС и БК создавались химическим методом 
[3]. Толщина барьерного слоя металла составляла  12—14 нм. 

Исследовались вольт-амперные (I-U), вольт-фарадные (C-U) характеристики и спектр фототока 
короткого замыкания (If0–hν) в диапазоне энергий фотонов 1,5—5,5 эВ при 300 К. В исследованных 
GaP0,4As0,6 m–s-структурах диэлектрические (Ga2O3) слои были разной толщины, наибольшая —  

10 нм. Конструктивная схема представлена 
на рис. 1, а.  

Зависимость прямого темнового тока 
от напряжения (I-U) в интервале плотностей 
токов 10–7—10–2 А/см2 оказалось экспоненци-
альной I=I0exp(qU/βkT). Из этой зависимости 
определялся коэффициент идеальности 
структур β.  В наших экспериментах коэффи-
циент β зависел от толщины промежуточного 
диэлектрического слоя δ [4]. Из эллипсомет-
рических, I-U и C-U экспериментальных дан-
ных была установлена эмпирическая зависи-
мость δ от β. Эта зависимость оказалась ли-
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нейной (рис. 1, б): δ=а(β—1), где эмпирический коэф-
фициент а=125 Å. Данное эмпирическое соотношение 
использовалось для определения δ и в других структу-
рах по измеренным для них значениям β. 

В результате были разработаны ФП УФ-из-
лучения на основе Au—Ga2O3—n-GaAs0,6P0,4 нано-
структур с оптимальной толщиной оксидного слоя 
δ=30—60 Å (рис. 2, кривая 2). Их можно использовать в 
экологическом диапазоне УФ-части солнечного спектра 
λ=280—400 нм (hν=3,1—4,43 эВ). ФП в указанном диа-
пазоне УФ-излучения имеют практически постоянную 
ФЧ SI≈0,15 А/Вт, (рис. 3, кривая 1). 

Для применения ФП в качестве основного 
элемента интенсиметра и дозиметра спектр его токо-
вой фоточувствительности корректируется свето-
фильтрами УФС-1 (d=3 мм, рис. 3, кривая 2) или 
УФС-2 (d=2 мм, рис. 3, кривая 3). Использование 
фильтра УФС-2 вместо кварцевого окна в стандарт-
ном корпусе существенно смещает максимум спек-
тра ФЧ в коротковолновую УФ-область (hνmax=3,65 
эВ, рис. 3, кривая 3). Такой фотоприемник чувстви-
телен только к УФ-излучению экологического диа-
пазона λ=280—400 нм (рис. 3, кривая 3). Установле-
но, что при прямом солнечном освещении ФП с 
фильтром УФС-2, зависимость If0 от плотности пото-
ка излучения Р в интервале Р=10–3—102 Вт/м2 ли-

нейная, т. е. If0=α·P, где α — коэффициент пропорциональности, для каждого ФП постоянная величи-
на. Созданный ФП на основе Au—оксид—n-GaAs0,6P0,4 наноструктур использован для измерения ин-
тенсивности УФ-излучения Солнца, достигающего земной поверхности, и его дозы. 

Таким образом, созданные наноструктурированные фотоприемники по конструкции и техноло-
гии выгодно отличается от известных GaPxAs1–x фотоприемников и имеют более высокую ФЧ в ко-
ротковолновой УФ-области спектра. 
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Сreation of photodetectors of solar UV radiation for ecological investigations. 

 
Highly efficient photodetectors of the visible and UV radiation were developed on the basis of Au–oxide 
(Ga2O3)–n-GaAs0,6P0,4 nanostructures. Using УФС-2 (ultraviolet glass) filter instead of the sapphire window 
in the standard case essentially shifts the spectrum maximum of photosensitivity shortwave UV region 
(hνm 3,65 eV). This detector is sensitive only to the UV radiation of ecological range (hν=3,1-4,43 eV). It 
has been established that at direct solar radiation of the photodetector with a УФС-2 filter, dependence of the 
photocurrent on the flux density in the range of P = 10–2—102 W/m2 is linear. 
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